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          In this work we present the results of investigations of photoluminescence with doped quantum wells in the near infrared range at a temperature of 4.2K to 300 K. We use two nanostructures. The first nanostructure has GaAs / AlGaAs quantum wells doped with a donor impurity of silicon. Another nanostructure has GaAs / AlGaAs quantum wells doped with a silicon donor impurity and an acceptor beryllium impurity. The impurities of silicon and beryllium are doped in equal amounts. In spectra in the near infrared range, peaks associated with electron transitions of the main electron subband to the main  subband of holes and  observed as well as from the ground state of the donor to the main  subband of holes . Based on this information, the energy of the transitions is determined  in the THz range.
        

        
          В настоящей работе представлены результаты исследований Фотолюминесценция  c легированными квантовыми ямами в ближнем инфракрасном диапазоне при температура 4.2K  до300K . Мы используем две наноструктур, Первая наноструктура имеет квантовые ямы GaAs/AlGaAs легированные донорной примесью кремния. Другая наноструктура имеет квантовые ямы GaAs/AlGaAs легированные донорной примесью кремния и акцепторной примесью бериллия. Примеси кремния и бериллия легированы в равных количествах. В спектрах в ближнем инфракрасном диапазоне наблюдаются пики связанные с переходами электронов основной электронной подзоны на основной дырочной подзоны а также из основное состояние донора на основной дырочной подзоны. На основе этой информации определяют энергию переходов который находится в THz диапазон.
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